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Datenblatt	 Metall-Diodenträger 
850nm Empfänger

Photo-Empfänger 850nm

Bild 1	   Sender F-SMA / F-ST

4	 Eigenschaften__________________

1 	 Allgemeine Beschreibung________

2	 Anwendungen__________________

3	 Bestellinformation______________

5	 Maßzeichnungen_ ______________

Der Empfänger besteht aus aus einer Photodio-
de mit integriertem Transimpedanzverstärker und 
einer TTL kompatiblen „open collector“-Ausgangs-
stufe. Der Empfänger ist vollständig „DC“-gekop-
pelt und benötigt daher keine Kodierung des Ein-
gangssignals. Der Empfänger ist speziell geeignet 
für Anwendungen mit Lichtwellenleitern bis zu 
einem Faserdurchmesser von 200/230µm.

Aufgrund der guten optischen und mechanischen 
Eigenschaften, findet das Bauelement eine Viel-
zahl von Anwendungsmöglichkeiten:

•	 optische Netzwerke
•	 Industrieelektronik
•	 Leistungselektronik
•	 Lichtschranken

Ausführung	 Bestellnummer
F-SMA		  905 EM 850 SM 102
F-SMA mit Befestigungzubehör		 905 EM 850 SM 1Z2
F-ST		  905 EM 850 ST 102
F-ST mit Befestigungszubehör		  905 EM 850 ST 1Z2

•	 850nm Photoempfänger
•	 „open-collector“-Ausgang
•	 4µW Eingangsempfindlichkeit
•	 F-SMA Anschluss
•	 F-ST Anschluss
•	 Metallgehäuse
•	 wellenlötfähig
•	 geeignet für Lichtwellenleiter 

von 50/125µm bis 200/230µm
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  Zubehör:
  Befestigungsmutter
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  Schraube für
  Leiterplattenbefestigung
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Photo-Empfänger 850nm

6	 Grenzwerte (TA=25°C)_____________
Belastungen die über die als `Grenzwerte` angegebenen hinausgehen können das Bauelement 
dauerhaft beschädigen. Die Grenzwerte stellen Belastungsgrenzen des Bauelementes dar. Der 
dauerhafte Betrieb mit diesen Werten wird nicht empfohlen, da die Zuverlässigkeit des Bauele-
mentes darunter leiden kann.

7	 Technische Daten (TA=25°C)________________

Parameter Wert Einheit
Betriebstemperatur -40 ... +85

°C
Lagertemperatur -55 ... +115

  Löttemperatur 
2mm vom Gehäuse, t ≤ 10s 260 °C

Versorgungsspannung -0.5 bis 7.0
V

Ausgangsspannung -0.5 bis 18.0

Ausgangsstrom 25 mA

Stromvertreilung (Open collector) 40 mW

Parameter Symbol Bedingung Min Typ Max Einheit
Schwerpunkt-
wellenlänge λP 850 nm

Ausgangsstrom IOH VO = 18V, POC < -40 dBm 5 250 µA

Ausgangs-
spannung VOL IO = 8 mA, POC > +24 dBm 0.2 0.5 V

Versorgungsstrom
ICCH

Output high
VCC = 5.25 V, POC < -40 dBm 3.5 6.3

mA
ICCL

Output low
VCC = 5.25 V, POC < -24 dBm 6.9 10

Peak input power level

POC(H)

Output high, λP=850nm -40 dBm

Guranteed output high, λP=850nm 0.1 µW

POC(L)

Output low, λP=850nm, IO=8mA
-25.4 -9.2 dBm

2.9 120 µW

(Guranteed output low) λP=850nm, 
IO=8mA -24 -10 dBm

(Guranteed output low)
-40ºC ≤ TA ≤ +85ºC 4.0 100 µW

Schaltzeiten tr , tf
POC = 20 dBm (peak), 

ƒ = 2.5 MHz 30

nsLaufzeit-
verzögerung

tPDHL
Output high to low, POC = 20 dBm 

(peak), ƒ = 2.5 MHz 65

tPDLH
Output low to high, POC = 20 dBm 

(peak), ƒ = 2.5 MHz 100

Pulsbreiten-
verzerrung PWD POC = 20 dBm (peak), 

ƒ = 2.5 MHz ± 30 %
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Hausanschrift:
Jockweg 64
D 32312 Lübbecke

USt.-ID-Nr.: DE 164 216 351
Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 2382

Tel.	 +49 (0) 5741 23 66 5-0
Fax	 +49 (0) 5741 23 66 5-44

Internet: http://www.ratioplast.de
E-Mail: opto@ratioplast.de

Alle Informationen in den Datenblättern von Ratioplast-Optoelectronics GmbH wurden nach besten Wissen und 
Gewissen erstellt. Sie werden regelmäßig kontrolliert und aktualisiert. Für eventuell noch vorhandene Irrtümer 
oder Fehler wird keine Haftung übernommen. Änderungen vorbehalten.

Photo-Empfänger 850nm

Hinweise:
•	 Vermeiden Sie Störsignale auf den 

Versorgungsleitungen.
•	 Platzieren Sie einen 100nF Entkoppel-

kondensator so nah wie möglich an den 
Empfänger.

•	 Halten Sie die Leiterbahnen für GND und 
Data so kurz wie möglich.

•	 Vermeiden Sie Fremdlichteinstreuung
•	 Schützen Sie den Empfänger vor Ver-

schmutzung

8	 Schaltungsbeispiel______________

9 Pulsverzerrung__________________

1 Vcc

3 Data

2 GND

560

100nF

Bild  2	   Schaltplan

Bild  3	   Kennlinie

Pulse Width Distortion vs. Optical Input Power
PD = 200ns / 10% Duty Cycle
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